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® Verfahren zur Herstellung einer Haibieitervorrichtung 

(g) Das vorgeschlagene Verfahren zur Hersteliung einer Haib- 
ieitervorrichtung kann die Problem e losen, daS ein Halblei- 
terfilm nicht vollstandig von einem Substrat getrennt wird, 
und daB eine gro&e Menge an Atzmittel erforderlich ist. 
Amoniumfiuorid wird einer Flu&saurelosung hinzugefugt. um 
die Atzrate zu erhdhen, und die Abtrennung des Halbleiter- 
films von dem Substrat zu fordern. Eine Herstellungsvorrich- 
tung gemafi der vorliegenden Erfindung ist mit einer Ruck- 
verflussigungsfunktion versehen, welche Dampf einer FIuB- 
saurelosung erneut verfiussigen kann, um_so verflussigten 
Dampf ais Atzmittel zu verwenden, so daS Atzmittel gespart 
wird. 



LU 
O 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmeider eingereichten Unterlagen entnommen 

BUNDESDRUCKEREI 07.97 702 039/581 



20/22 



DE 196 54 791 Al 

1 2 



Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und 
eine Vorrichtung zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung, und betrifft insbesondere ein Verfahren zum 
Trennen eines Halbieiterfilms und eines Substrats von- 
einander. 

Fig. 10 zeigt ein konventionelles Verfahren zur Her- 
stellung einer Halbleitervorrichtung, und insbesondere 
ein Verfahren zum Trennen eines Halbieiterfilms und 
eines Substrats voneinander. Das Verfahren wurde in 
der japanischen Patentanmeldung Nr. 6-162452 be- 
schrieben. In Fig. 10 bezeichnet das Bezugszeichen 100 
einen Halbleiterfilm, 120 eine Trennschicht, 140 ein Sub- 
strat und 110 ein Durchgangsloch, welches bis zur 
Trennschicht 120 reicht Das Bezugszeichen 130 be- 
zeichnet ein Atzmittel, und 130B bezeichnet Wasser. 

Nunmehr wird ein Verfahren zum Trennen des Halb- 
ieiterfilms und des Substrats voneinander geschildert 
Das Substrat 140 besteht aus Silizium, beispielsweise in 
Form eines Einkristall-Siliziumwafer. Die Dickedes Ein- 
kristall-Siiiziumwafers betragt normalerweise 625 um, 
wenn der Durchmesser des Wafers 6 Zoll (1 Zoll = 
25,4 mm) betragt Es ist eine Trennschicht vorgesehen, 
die aus einem 

Siliziumoxidfilm besteht, der beispielsweise durch Oxi- 
dieren des Substrats 140 bei einer Warmebehandlung 
hergestellt wird, oder ein Siliziumoxidfilm ist, der durch 
CVD oder dergleichen abgelagert wird Die Dicke der 
Trennschicht betragt beispielsweise 1 um. Der Halblei- 
terfilm 100 ist ein polykristalliner Polysiliziunifilm, der 
auf der Trennschicht mittels CVD oder dergleichen ab- 
gelagert wird. Der Halbleiterfilm 100 kann ein Halblei- 
terfilm sein, dessen elektrische Eigenschaften dadurch 
verbessert wurden, daB die Abmessungen der Kristall- 
teilchen vergroBert wurden, durch Zonenschmelzum- 
kristallisieren oder durch Festkdrperphasenepitaxie. 

Wie aus Fig. 10A hervorgeht, wird zuerst eine Halb- 
leitervorrichtung mit dem voranstehend geschilderten 
Aufbau in ein Atzmittel 130A aus beispielsweise FluB- 
saure eingeuucht, damit das FluBsaureatzmittel 130A 
durch die Durchgangslocher 110 eingefuhrt werden 
kann, um so die Trennschicht 120 durch Atzen zu entfer- 
nen. Dann wird die Halbleitervorrichtung mit Wasser 
gewaschen, und dann wird der Zwischenraum zwischen 
dem Halbleiterfilm 100 und dem Substrat 140 durch 
Wasser 130B ersetzt, wie in Fig. 10B gezeigt ist In die- 
sem Zustand wirkt das Wasser 130B wie ein Haftmittel 
zwischen dem Halbleiterfilm 100 und dem Substrat 140, 
und verhindert so eine einfache Abtrennung des Halb- 
ieiterfilms 100 von dem Substrat 140. Wenn Wasser 
130B zwischen dem Halbleiterfilm 100 und dem Sub- 
strat 140 dadurch entfernt wird, daB die Halbleitervor- 
richtung einige Zeit herumsteht, oder diese mittels War- 
me getrocknet wird, verhindert der Verbindungszu- 
stand, der zwischen dem Halbleiterfilm 100 und dem 
Substrat 140 herrscht, eine naturliche Abtrennung des 
Halbieiterfilms 100. 

Wenn daher auf den Halbleiterfilm 100 entlang der 
Oberflache des Substrats 140 eine Horizontalkraft aus- 
geubt wird, wie durch einen in Fig. 10B dargestellten 
Pfeil angedeutet ist, und zwar in dem in Fig. 10B gezeig- 
ten Zustand, in welchem das Substrat 140 festgehalten 
wird, dient Wasser 130B zwischen dem Halbleiterfilm 
100 und dem Substrat 140 als Gleitmittel, welches es 
zulaBt, daB der Halbleiterfilm 100 auf dem Substrat 140 
gleiten kann. Wie voranstehend erwahnt wird der Halb- 
leiterfilm 100 aus der Position oberhalb des Substrats 



140 herausgezogen, so daB der Halbleiterfilm 100 von 
dem Substrat 146 getrennt wird (siehe Fig. IOC). Das 
voranstehend geschilderte Verfahren erlaubt es, den 
Halbleiterfilm 100 in Abschnitte zu unterteilen, die je- 
5 weils eine Dicke von 10 um und Abmessungen von 
10 cm x 10 cm aufweisen. 

Fig. 11 zeigt schematisch eine konventionelle Her- 
stellungsvorrichtung zur Ausfuhrung des Verfahrens 
zur Herstellung der Halbleitervorrichtung. Ahnlich wie 
io das voranstehend geschilderte Verfahren wurde diese 
Vorrichtung in der japanischen Patentanmeldung Nr. 
6-162452 beschrieben. In Fig. 1 1 bezeichnet das Bezugs- 
zeichen 100 einen Halbleiterfilm, 110 ein Durchgangs- 
loch, 140 ein Substrat, 210 einen ersten Behalter, und 21 1 
einen oberen Abschnitt des ersten Behalters 210. Das 
Bezugszeichen 212 bezeichnet eine Verjungung des er- 
sten Behalters 210. Das Bezugszeichen 213 bezeichnet 
einen unteren Abschnitt des ersten Behalters 210. Das 
Bezugszeichen 300 bezeichnet einen oberen Raum, 310 
einen unteren Raum, 400 einen zweiten Behalter, und 
410 einen Deckel zum VerschlieBen des zweiten Behal- 
ters 400. 

Wenn wie in Fig. 11 gezeigt der Halbleiterfilm 100 
groBer als das Substrat 140 ist, wird die Breite des unte- 
ren Raums 110 so gewahlt, daB sie kleiner ist als die 
Breite des oberen Raums 300, so daB die Einfuhrung des 
Halbieiterfilms 100 moglich ist, jedoch die Einfuhrung 
des Substrats 140 gesperrt wird Da die Kraft zur Befe- 
stigung des Halbieiterfilms 100 an dem Substrat 140 
verlorengeht, nachdem die Trennschicht durch Atzen 
entfernt wurde, wird der Halbleiterfilm 100 infolge der 
Einwirkung der Schwerkraft entlang der Oberflache des 
Substrat 140 zum unteren Raum 310 hin bewegt Da das 
Substrat 140 solche Abmessungen hat, daB die Bewe- 
gung des Substrats 140 in den unteren Raum 310 ge- 
sperrt wird, wird nur der Halbleiterfilm 100 in den unte- 
ren Raum 310 bewegt Hierdurch kann die Trennung 
des Halbieiterfilms 100 von dem Substrat 140 durchge- 
fuhrt werden. 

Da das konventionelle Verfahren und die konventio- 
nelle Vorrichtung zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung den voranstehend geschilderten Aufbau auf- 
weisen, fuhrt die Beendigung des Vorgangs zum Atzen 
der Trennschicht nicht dazu, daB der Halbleiterfilm und 
das Substrat vollstandig voneinander getrennt sind. Da 
in vielen Fallen der Halbleiterfilm und das Substrat in 
enger Beruhrung miteinander stehen, war das Anlegen 
einer externen Kraft dazu erforderlich, den Halbleiter- 
film und das Substrat vollstandig voneinander zu tren- 
nen. Ein anderes Problem tritt in der Hinsicht auf, daB 
die zur Durchfuhrung des Verfahrens erforderliche Zeit 
nicht verringert werden kann, und daB die Oberflache 
des Halbieiterfilms zu stark aufgerauht wird, da der 
Halbleiterfilm lange in das Atzmittel eingetaucht wird. 
Da die konventionelle Herstellungsvorrichtung nicht 
die Fahigkeit aufweist, Dampf des FluBsaureatzmittels 
erneut zu verflussigen, tretenjn der Hinsicht Probleme 
auf, daB die Lebensdauer des Atzmittels in unerwunsch- 
ter Weise kurz ist, und daB eine zu hohe Menge an 
Atzmittel gebraucht wird. 

Unter Kostengesichtspunkten sind diese Eigenschaf- 
ten daher nicht zufriedenstellend, wenn der Halbleiter- 
film und das Substrat unter Massenproduktionsbedin- 
gungen voneinander getrennt werden miissen. 

Angesichts der voranstehenden Oberlegungen be- 
steht ein ersten Ziei der vorliegenden Erfindung in der 
Bereitstellung eines Verfahrens und einer Vorrichtung 
zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung, welche ei- 
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ne glatte Trennung eines Halbleiterfilms und eines Sub- 
strats voneinander ermoglichea 

Eine zweite Zielrichtung dem voriiegenden Erf indung 
besteht in der Bereitstellung eines Verfahrens und einer 
Vorrichtung zur Verktirzung der Zeit, die zur Fertigstel- 
lung des Vorgangs erforderiich ist 

Eine dritte Zielrichtung der voriiegenden Erfindung 
betrifft die Bereitstellung eines Verfahrens und einer 
Vorrichtung zum Verringern des Verbrauchs an Atzmit- 
teln, urn so den Kostenaufwand zu verringern. 

GemaB einer Zielrichtung der voriiegenden Erfin- 
dung wird ein Verfahren zur Herstellung einer Halblei- 
tervorrichtung zur Verfugung gestellt, welches einen 
Vorgang aufweist, bei welchem Atzmittel in Durch- 
gangslocher eingegeben wird, die in einem Halbleiter- 
film vorgesehen sind, der auf einem Substrat uber eine 
Trennschicht angeordnet ist, um die Trennschicht durch 
Atzen zu entfernen, um so das Substrat und den Halblei- 
terfllm voneinander zu trennen, wobei das Verfahren 
zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung folgenden 
Schritt umfaBt: Atzen der Trennschicht unter Verwen- 
dung eines Atzmittels, welchem ein Zusatzstoff zur Ver- 
besserung der Atzrate hinzugefugt ist 

Die Trennschicht kann aus einem Siliziumoxidfilm be- 
stehea Der Halbleiterfilm kann aus Silizium bestehen. 

Die Konzentration einer Verunreinigung des p-Typs, 
die in dem Substrat enthalten ist, kann 1E17 cm"" 3 oder 
weniger betragea 

Die Oberflache des Halbleiterfilms, der von dem Sub- 
strat getrennt wird, kann um 0,1 \un bis 4,0 jun geatzt 
werdea 

FluBsaurelosung kann als Atzmittel zum Atzen der 
Trennschicht verwendet werdea Als Zusatzstoff kann 
Ammoniumfluorid verwendet werden. 

Ein weiterer Zusatzstoff, der mit dem Atzmittel rea- 
giert und Blasen bildet, kann wahrend oder nach der 
Entfernung der Trennschicht hinzugegeben werden, so 
daB der Halbleiterfilm und das Substrat voneinander 
getrennt werdea Carbonat oder Bicarbonat kann als 
dieser Zusatzstoff verwendet werden. 

Ein kohlenwasserstoffhaltiges oberflachenaktives 
Mittel kann dem Atzmittel hinzugefugt werden, welches 
zum Atzen der Trennschicht dient, wahrend oder nach 
dem Entfernen der Trennschicht, so daB der Halbleiter- 
film und das Substrat voneinander getrennt werdea 

Die Oberflachen des Halbleiterfilms und des Sub- 
strats konnen geatzt werden, nachdem die Trennschicht 
entfernt wurde, so daB der Halbleiterfilm und das Sub- 
strat voneinander getrennt werdea Ein alkalihaltiges 
oder aus einer Sauremischung bestehendes Atzmittel 
kann zum Atzen des Halbleiterfilms und des Substrat 
verwendet werdea Die Trennschicht kann in einem Zu- 
stand geatzt werden, in welchem der Halbleiterfilm und 
das Substrat mechanisch festgelegt sind. 

Eine Dicke des Halbleiterfilms von 100 *im oder weni- 
ger kann gemaB der voriiegenden Erfindung von dem 
Substrat abgetrennt werdea 

GemaB einer zweiten Zielrichtung der voriiegenden 
Erfindung wird eine Vorrichtung zur Herstellung einer 
Halbleitervorrichtung zum Trennen eines Halbleiter- 
films, der auf einem Substrat iiber eine Trennschicht 
angeordnet ist, von dem Substrat zur Verfugung ge- 
stellt, wobei die Vorrichtung zur Herstellung einer 
Halbleitervorrichtung aufweist: einen ersten Raum, der 
solche Abmessungen aufweist, daB er das Substrat auf- 
nehmen kann, an welchem der Halbleiterfilm anhaften 
kann; einen zweiten Raum, der solche Abmessungen 
hat, daB er den Halbleiterfilm aufnehmen kann; und 



einen abgestuften Abschnitt, der durch eine Verjungung 
zwischen dem ersten Raum und dem zweiten Raum 
gebildet wird, wobei die Schwerkraft dazu verwendet 
wird, den Halbleiterfilm, der eine kleinere Flache auf- 
5 weist als das Substrat, von dem ersten Raum in den 
zweiten Raum wahrend eines Vorgangs zum Trennen 
des Substrats und des Halbleiterfilms voneinander ein- 
zufuhren, wobei der Vorgang durchgefuhrt wird, nach- 
dem die Trennschicht geatzt wurde. 

to GemaB einer dritten Zielrichtung der voriiegenden 
Erfindung wird eine Vorrichtung zur Herstellung einer 
Halbleitervorrichtung zum Trennen eines Halbleiter- 
films, der auf einem Substrat uber eine Trennschicht 
angeordnet ist, von dem Substrat zur Verfugung ge- 

15 stellt, wobei die Vorrichtung zur Herstellung einer 
Halbleitervorrichtung aufweist: einen ersten Raum, der 
solche Abmessungen hat, daB er das Substrat aufneh- 
men kann, an welchem der Halbleiterfilm anhaften 
kann; einen zweiten Raum mit solchen Abmessungen, 

20 daB der Halbleiterfilm aufgenommen werden kann; und 
einen abgestuften Abschnitt, der durch eine Verjungung 
zwischen dem ersten Raum und dem zweiten Raum 
ausgebildet wird, wobei die Form der Verjungung des 
abgestuften Abschnitts eine konvexe Kurve ist, die sich 

25 nach oben gegen die Wirkung der Schwerkraft er- 
streckt, und deren Krummungsradius doppelt so groB 
oder groBer ist wie bzw. als der Radius des Substrats. 

GemaB einer vierten Zielrichtung der voriiegenden 
Erfindung wird eine Vorrichtung zur Herstellung einer 

30 Halbleitervorrichtung zur Verfugung gestellt, welche 
aufweist: einen ersten Behalter zur Aufnahme eines 
Atzmittels zum Atzen einer Trennschicht und eines 
Halbleiterfilms, der auf einem Substrat vorgesehen ist, 
durch die Trennschicht; einen zweiten abgeschlossenen 

35 Behalter zur Aufnahme des ersten Behalters; und eine 
Ruckverflussigungseinheit zum Ruckverflussigen des 
Dampfs des Atzmittels, der in dem zweiten abgedichte- 
ten Behalter erzeugt wird, damit so rfickverflussigter 
Dampf erneut als Atzmittel verwendet werden kana 

40 Ein Abfallatzmittelbehandlungsabschmtt, der Saure 
oder eine Alkalilosung verwendet, kann fur ein AusstoB- 
rohr vorgesehen sein, welches dazu dient, aus dem das 
Atzmittel enthaitenden Behalter verbrauchtes Atzmittel 
auszustoBea welches wahrend der Atzung der Trenn- 

45 schicht erzeugt wird. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand zeichnerisch 
dargestellter Ausfuhrungsbeispiele naher erlautert, aus 
weichen weitere Ziele, Vorteile und Merkmale der Er- 
findung hervorgehea Es zeigt: 

50 Fig. 1 eine schematische Darstellung einer ersten 
Ausfuhrungsform eines Verfahrens zur Herstellung ei- 
ner Halbleitervorrichtung gemafl der voriiegenden Er- 
findung; 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer zweiten 
55 Ausfuhrungsform des Verfahrens zur Herstellung einer 
Halbleitervorrichtung gemaB der voriiegenden Erfin- 
dung; 

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer dritten 
Ausfuhrungsform des Verfahrens zur Herstellung einer 
60 Halbleitervorrichtung gemaB der voriiegenden Erfin- 
dung; 

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer vierten 
Ausfuhrungsform des Verfahrens zur Herstellung einer 
Halbleitervorrichtung gemaB der voriiegenden Erfin- 
65 dung; 

Fig. 5A, 5B, 5C und 5D schematische Darstellungen 
einer fQnf ten AusfQhrungsform des Verfahrens zur Her- 
stellung einer Halbleitervorrichtung gemaB der vorlie- 
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genden Erfindung; 

Fig. 6A, 6B und 6C schematische Darstellungen einer 
Vonichtung zur Herstellung einer Halbleitervonich- 
tung geraaB einer siebten Ausfuhrungsform der vorlie- 
genden Erfindung; 

Fig. 7 eine schematische Darstellung einer Vonich- 
tung zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung ge- 
maB einer achten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung; 

Fig. 8 eine schematische Darstellung einer Vorrich- 
tung zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung ge- 
maB einer neunten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung; 

Fig. 9 eine schematische Darstellung einer Vonich- 
tung zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung ge- 
maB der neunten Ausfuhrungsform der vorliegenden 
Erfindung; 

Fig. 10A, 10B und IOC schematische Darstellungen 
ernes konventionellen Verfahrens zur Herstellung einer 
Halbleitervorrichtung; und 

Fig. 1 1 eine schematische Darstellung der konventio- 
nellen Vonichtung zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung. 

Ausfuhrungsform 1 

Fig. 1 zeigt schematisch eine erste Ausfuhrungsform 
eines Verfahrens zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung gemaB der vorliegenden Erfindung, bei wel- 
cher die Abhangigkeit der Konzentration von HF 2 ~-Io- 
nen von der Konzentration von Ammoniumfluorid 
(NH4F) gezeigt ist Ein Siliziumoxidfilm (SiC^X der eine 
Trennschicht bildet, reagiert mit HF 2 ~-Ionen, so daB 
H2S1F6 und Wasser. (H2O) gebildet werden. Daher kann 
die Atzrate des Siliziumfilms dadurch erhoht werden, 
daB die Konzentration an HF2~-Ionen in der FluBsaure- 
losung erhoht wird. In Fig. 1 wird nunmehr ein Fall 
uberlegt, in welchem 6 Mol/Liter Ammoniumfluorid zu 
FluBsaure von 24 Mol/Liter hinzugefugt wird. In einem 
Fall, in welchem kein Ammoniumfluorid vorhanden ist 
(in dem Zustand am linken Ende des Diagramms), be- 
tragt die Konzentration an HF 2 ~-Ionen etwa 2,0 Mol/ 
Liter. Wenn 6 Mol/Liter Ammoniumfluorid hinzugefugt 
wird, wird die Konzentration der HF2~-Ionen auf etwa 
4,5 Mol/Liter angehoben. Nunmehr wird ein anderer 
Fall uberlegt, in welchem 5 Mol/Liter bis 6 Mol/Liter 
Ammoniumfluorid zu einer 38%-igen FluBsaure hinzu- 
gefugt werden. Da eine 38%ige FluBsaure etwa 19 Mol/ 
Liter entspricht, ist der Trend zwischen einem Dia- 
gramm fur 16 Mol/Liter und einem fur 24 Mol/Liter 
dargestellt Es wird deutlich, daB die Hinzufugung von 5 
bis 6 Mol/Liter Ammoniumfluorid dazu fuhrt, daB die 
Konzentration an HF2~-Ionen auf das 2— 3fache erhoht 
wird. Die Hinzufugung von Ammoniumfluorid zur FluB- 
saureldsung ermoglicht eine Erhohung der Konzentra- 
tion der HF 2 ~-Ionen in der FluBsaure, was zu einer 
erhohten Atzrate bei dem Siliziumoxidfilm fuhrt 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform wird Ammo- 
niumfluorid mit 2 bis 7 Mol/Liter der FluBsaurelosung 
von 2 Mol/Liter oder mehr hinzugefugt Selbst wenn 
mehr als 7 Mol/Liter an Ammoniumfluorid der FluBsau- 
relosung hinzugegeben wird, laBt sich keine weitere Er- 
hohung der Konzentration der HF 2 ~-Ionen und daher 
keine weitere Erhohung der Atzrate erzielen. 

Wenn das Verfahren gemaB der ersten Ausfuhrungs- 
form der vorliegenden Erfindung bei dem konventionel- 
len Verfahren zum Trennen des Halbleiterfilms und des 
Substrats voneinander eingesetzt wird, wie in den 
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Fig. 10 und 11 gezeigt, konnen daher wie voranstehend 
geschildert der Halbleiterfilm und das Substrat glatt 
voneinander getrennt werden. 

5 Ausfuhrungsform 2 

Fig. 2 zeigt schematisch eine zweite Ausfuhrungs- 
form des Verfahrens zur Herstellung einer Halbleiter- 
vorrichtung gemaB der vorliegenden Erfindung. In 

10 Fig. 2 bezeichnet das Bezugszeichen 100 einen Halblei- 
terfilm, 110 ein Durchgangsloch, 120 eine Trennschicht, 
130 ein Atzmittel und 140 ein Substrat, entsprechend 
dem konventionellen Aufbau. Das Bezugszeichen 150 
bezeichnet CO2, welches blasenformig auftritt, infolge 

15 emerReaktionzwiscnennuBsaure,dieemAtzniittelfur 
die Trennschicht bildet und in waBriger Losung einge- 
setzt wird, und Carbonat oder Bicarbonat, welches typi- 
scherweise als Zusatzstoff in Pulverform eingesetzt 
wird. 

20 In vielen Fallen stehen der Halbleiterfilm und das 
Substrat in enger Beruhrung miteinander, da eine voll- 
standige Trermung nicht erzielt werden kann, selbst 
nachdem die Atzung der Trennschicht beendet ist Da- 
her ist eine externe Kraft dazu erforderlich, den Halblei- 

25 terfilm und das Substrat vollstandig voneinander zu 
trennen. Bei dem in Fig. 2 gezeigten Fall wird ein Zu- 
satzstoff, beispielsweise NaHC03» welches das Auftre- 
ten einer Blasenbildungsreaktion mit FluBsaure gestat- 
tet, die als Atzmittel fur die Trennschicht dient, hinzuge- 

30 fugt, damit FluBsaure und der Zusatzstoff zwischen dem 
Halbleiterfilm und dem Substrat miteinander reagieren 
konnen, damit CCVBlasen erzeugt werden konnen, und 
dieser Zusatzstoff kann insoweit dem Atzmittel hinzu- 
gefugt werden, als er nicht die Atzrate verringert Dies 

35 fuhrt dazu, daB der Spalt oder Abstand zwischen dem 
Halbleiterfilm und dem Substrat vergroBert werden 
kann, so daB der Halbleiterfilm und das Substrat voll- 
standig voneinander getrennt werden. 
Wie voranstehend geschildert konnen bei der soeben 

40 beschriebenen zweiten Ausfuhrungsform der Halblei- 
terfilm und das Substrat noch verlaBlicher voneinander 
als bei der ersten Ausfuhrungsform getrennt werden. 

Ausfuhrungsform 3 

45 

Fig. 3 zeigt schematisch eine dritte Ausfuhrungsform 
des Verfahrens zur Herstellung einer Halbleitervorrich- 
tung gemaB der vorliegenden Erfindung. In Fig. 3 be- 
zeichnet das Bezugszeichen 160 einen Zustand, in wel- 
50 chem die Benetzbarkeit verbessert wurde. Es wird dar- 
auf hingewiesen, daB gleiche oder entsprechende Ele- 
mente wie bei der zweiten Ausfuhrungsform mit den 
gleichen Bezugszeichen bezeichnet werden, und inso- 
weit hier keine erneute Beschreibung erfolgt 

55 In Fig. 3 wird ein kohlenwasserstoffhaltiges oberfla- 
chenaktives Mittel, beispielsweise Alkylbenzolna- 
triumsulfonat, direkt dem Atzmittel fur die Trennschicht 
hinzugefugt, oder hinzugefugt, nachdem der Vorgang 
zum Atzen der Trennschicht und ein Waschvorgang mit 

60 Wasser durchgefuhrt wurden, so daB die Losung einfach 
in den Spalt zwischen dem Halbleiterfilm und dem Sub- 
strat eindringen kann. Dies fuhrt dazu, daB der Spalt 
vergroBert werden kann, urn so den Halbleiterfilm und 
das Substrat vollstandig voneinander zu trennen. Daher 

65 lassen sich ahnliche Auswirkungen erzielen wie jene, die 
bei der zweiten Ausfuhrungsform erreicht werden kon- 
nen. Obwohl der Benmrungswinkei, der die freie Ener- 
gie der Feststoff-Flussigkeitsgrenzflache angibt, norma- 
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lerweise etwa 70° betragt, verringert ihn die Hinzufu- schadigung, die bei dem p^-Substrat in Fig. 5B hervor- 
gung des oberflachenaktiven Mittels auf etwa 30°, was gemfen wird, 720 bezeichnet eine Beschadigung, die bei 
dazu fuhrt, daB ein vollstandig benetzter Zustand er- dem n _ -Substrat in Fig.SC hervorgenifen wird, und 
reicht wird. Das oberflachenaktive Mittel kann insoweit 730 bezeichnet eine Beschadigung, die bei dem n + -Sub- 
hinzugefugt werden, als es nicht die Atzrate von HF 5 strat in FIg.5D auftritt Die Definitionen sind so ge- 
verringert wahit, daB das p"-Substrat ein Substrat ist, welches 

Verunreinigung des p-Typs in einer Konzentration von 
Ausfuhrungsform 4 1E17 cm" 3 oder weniger enthalt, das p + -Substrat ein 

Substrat ist, welches Verunreinigung des p-Typs in einer 

Fig. 4 zeigt schematisch eine vierte Ausfuhrungsform io Konzentration von 1E18 cm" 3 oder mehr enthalt, das 
eines Verfahrens zur Herstellung einer Halbleitervor- n~-Substrat ein Substrat ist, welches Verunreinigung 
richtung gemaB der vorliegenden Erflndung. In Fig. 4 des n-Typs in einer Konzentration von 1E17 cm 3 oder 
bezeichnet das Bezugszeichen 170 Blasen, die erzeugt weniger enthalt, und das n + -Substrat ein Substrat ist, 
werden, wenn der Halbleiterfiim und das Substrat ge- welches Verunreinigung des n-Typs in einer Konzentra- 
atzt werden. Es wird darauf hingewiesen, daB gleiche 15 tion von 1E18 cm -3 oder mehr enthalt Wenn alle vier 
oder entsprechende Elemente wie bei der zweiten Aus- Arten an Siliziumsubstraten etwa 8Stunden lang in 
fuhrungsform mit den gleichen Bezugszeichen bezeich- 50%-ige FluBsaure eingetaucht wurden, ergab sich das 
net werden, und daher hier keine erneute Beschreibung Ergebnis, daB das AusmaB der Beschadigungen in fol- 
erfolgt gender absteigender Reihenfolge auftrat: n + -Substrat, 

Wenn der Halbleiterfiim und das Substrat geatzt sind, 20 n"-Substrat, p + -Substrat und p" -Substrat Die "Be- 
nachdem die Atzung der Trennschicht und das Waschen schadigung" bedeutet eine Beeintrachtigung der Ober- 
mit Wasser durchgefuhrt wurden, bilden sich Blasen 170, flache des Einkristallsiliziurnsubstrats auf solche Weise, 
wie in Fig. 4 gezeigt ist Die Blasen 170 erweitern den daB diese Poren aufweist, nachdem das Einkristallsili- 
Spalt zwischen dem Halbleiterfiim und dem Substrat, so ziumsubstrat iangere Zeit in die FluBsaureldsung einge- 
daB diese vollstandig voneinander getrennt sind. Dies 25 taucht war. Insbesondere werden die Oberflachen des 
fuhrt dazu , daB ein ahnlicher Effekt wie jener erzielt p + -Substrats, des n~-Substrats und des p+ -Substrats 
werden kann, der bei der zweiten Ausfuhrungsform er- betrachtlich beschadigt Wenn die dunnen Fiime der 
reicht werden kann. Das Atzmittel zum Atzen des Halb- voranstehend genannten Arten bei einer Energieerzeu- 
Ieiterfilms und des Substrats kann eine Alkalilosung aus gungsschicht einer Solarzelle eingesetzt werden, bei 
Kaliumhydroxid oder Natriumfaydroxid sein; eine ge- 30 welcher eine Mustererzeugung eines Bereichs mit einer 
mischte Saure aus FluBsaure und Salpetersaure; oder Breite in der GroBenordnung von einigen 10 jim wah- 
eine gemischte Saure, die dadurch erhalten wird, daB rend des Vorgangs zur Ausbildung von Elektroden 
zumindest entweder Weinsaure, Phosphorsaure, Schwe- durchgefuhrt wird, der nach Abtrennung des Dunnfilms 
felsaure oder Wasserstoffperoxydiosung der Sauremi- durchgefuhrt wird, kann infolge der zu starken Oberfla- 
schung aus FluBsaure und Salpetersaure hinzugefugt 35 chenbeschadigung der Mustererzeugungsvorgang nicht 
wird Dies fuhrt dazu, daB eine Blasenbildung in Form ordnungsgemaB durchgefuhrt werden. Andererseits 
von Stickoxidoderdergleichen hervorgenifen wird kann, da das p"-Substrat gemaB der vorliegenden Aus- 

Wenn KOH-L6sung als Alkalilosung verwendet wird, fuhrungsform nicht wesentlich beschadigt wird, eine 
wird eine waBrige Losung, die 20 Gew.-% KOH enthalt, ordnungsgemaBe Musterbildung durchgefuhrt werden. 
auf 80° C erhitzt, wobei die Atzrate fur Silizium 40 Daraus laBt sich ersehen, daB ein zufriedenstellender 
I2pm/mm betragt, wahrend Sauerstoffgas erzeugt Effekt erzielt werden kann, wenn Silizium, bei welchem 
wird, urn die Trennung zwischen dem Halbleiterfiim und die Konzentration an Verunreinigungen wie beispiels- 
dem Substrat zu verbessern. weise Bor auf lE17cm~ 3 oder niedriger eingestellt 

wird, in einem Fall verwendet wird, wenn Silizium zur 
Si + 2KOH + H2O— * K 2 Si(>3 + 2H 2 1 45 Ausbildung des Substrats und des Halbleiterfllms ver- 

wendet wird. 

Im Falle der Verwendung des Sauremischung aus HF Wie voranstehend geschildert kann gemaB der funf- 
und HNO3, werden ein Teil aus 50%-iger FluBsaure und ten Ausfuhrungsform eine Halblehervorrichtung erhal- 
neun Teile aus 69%-iger Salpetersaure miteinander ver- ten werden, die den Halbleiterfiim und das Substrat ent- 
mischt, wobei die Atzrate fur Silizium 3,0 pjn/min bei 50 halt, deren Oberflachen ausreichend gegen Beschadi- 
einer Temperatur der Losung von 40° C betragt, und ein gungen geschutzt werden konnen, und deren Musterbil- 
Stickoxidgas erzeugt wird, urn die Trennung zwischen dung in zufriedenstellender Weise durchgefuhrt werden 
dem Halbleiterfiim und dem Substrat zu fordern. kann. 



3Si + 18HF + 4HNO3— 3H 2 SiF 6 + 4NO| + 8H2O 55 Ausfuhrungsform 6 

Ausfuhrungsform 5 Bei der vorliegenden Ausfuhrungsform wird nunmehr 

ein Verfahren zum Entfernen der beschadigten Schicht 

Die Fig. 5A bis 5D zeigen schematisch eine funfte geschildert, die bei der funften Ausfuhrungsform be- 

Ausf uhrungsf orm des Verfahrens zur Herstellung einer 60 schrieben wurde. Hierbei wird ein Haibleiterfilrn, dessen 

Halbleitervorrichtung gemaB der vorliegenden Erfin- Oberflache durch das Atzmittel fur die Trennschicht 

dung. Die Materialien des Substrats sind Einkristailsili- beschadigt wurde, in einer Tiefe von 0,1 pm bis 4,0 jim 

ziummaterialien. Das Bezugszeichen 141 bezeichnet ein geatzt, und dann der folgenden Behandlung unterwor- 

p" -Substrat in Fig. 5A, 142 bezeichnet ein p + -Substrat fen. Im vorliegenden Fall wird beispielsweise eine Kali- 

in Fig.5B, 143 bezeidmet ein n~-Substrat in Fig. 5C, 55 umhydroxidldsung mit 20% bei einer Temperatur von 

144 bezeichnet ein n + -Substrat in Fig. 5D, 700 bezeich- 18°C als Atzmittel zum Atzen der beschadigten Schich- 

net eine Beschadigung, die bei dem p" -Substrat in ten verwendet Wenn die Dicke der beschadigten 

Fig. 5A hervorgeruf en wird, 710 bezeichnet eine Be- Schicht etwa 0,05 |im betragt, kann die Atzung in einem 
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Zeitraum von etwa 0,1 Minuten bis 3 Minuten durchge- 
fuhrt werden. 

Ansfuhrungsform 7 

Die Fig. 6A bis 6C sind schematische Darstellungen 
einer siebten Ausfuhrungsfonn einer Vorrichtung zur 
Herstellung einer Halbleitervorricbtung gemaB der vor- 
Iiegenden Erfindung. In den Fig, 6A bis 6C bezeichnet 
das Bezugszeichen 200 eine Aufspannvorrichtung zur 
Festlegung eines Haibleiterfilms und eines Substrats in 
der Richtung der Dicke der Halbleitervorrichtung. 
Wenn die Trennschicht geatzt wird, wird die Kontakt- 
flache zwischen dem Halbleiterfilm und dem Substrat 
sowie der Trennschicht verkleinert Dies fuhrt dazu, daB 
eine kleine auBere Kraft, beispielsweise eine Ver- 
schwenkung, Blasenbildung, oder die inneren Spannun- 
gen des Haibleiterfilms, manchmal den Halbleiterfilm 
oder das Substrat wahrend des Vorgangs der Atzung 
der Trennschicht beschadigt, insbesondere unmittelbar 
vor Beendigung des Atzvorgangs, wenn die Restflache 
der Trennschicht 1 mm 2 oder weniger betragt Wenn 
der HalbleiterrUm und das Substrat mit einem Druck 
von 1 kg/cm 2 befestigt werden, der in der Richtung der 
Dicke des Haibleiterfilms und des Substrats einwirkt, 
konnen der HalbleiterrUm und das Substrat voneinan- 
der getrennt werden, ohne dafi wahrend des Vorgangs 
der Atzung der Trennschicht eine Beschadigung auftritt 

Wie voranstehend geschildert konnen gemaB der 
siebten Ausfuhrungsfonn der HalbleiterrUm und das 
Substrat dagegen geschutzt werden, wahrend des Atz- 
vorgangs beschadigt zu werden, und konnen der Halb- 
leiterrUm und das Substrat glatt voneinander getrennt 
werden. 

Ausfuhrungsfonn 8 

Fig. 7 zeigt schematisch eine achte Ausfuhrungsfonn 
der Vorrichtung zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung gemaB der voriiegenden Erfindung. In Fig. 7 
bezeichnet das Bezugszeichen 100 einen HalbleiterrUm, 
und 110 ein in dem Halbleiterfilm 100 vorgesehenes 
Durchgangsioch. Das Bezugszeichen 140 bezeichnet ein 
Substrat, 210 einen ersten Behalter, und 211 einen obe- 
ren Abschnitt des ersten Behalters 210. Das Bezugszei- 
chen 212 bezeichnet eine Verjungung, die bei dem er- 
sten Behalter 210 vorgesehen ist. Das Bezugszeichen 
213 bezeichnet einen unteren Abschnitt des ersten Be- 
halters 210. Das Bezugszeichen 300 bezeichnet einen 
oberen Raum, und 310 einen unteren Raum. Die voriie- 
gende Ausfuhrungsfonn unterscheidet sich von dem 
konventionellen Beispiel hauptsachlich in Bezug auf die 
Form der Verjungung 212. Nunmehr wird der Betriebs- 
ablauf bei dieser Ausfuhrungsfonn beschrieben. Wenn 
wie in Fig. 7 gezeigt der Halbleiterfilm 100 kleiner ist als 
das Substrat 140, ist die Breite des unteren Raums 310 so 
gewahlt, daB sie kleiner ist als die Breite des oberen 
Raums 300, so daB die Emfuhrung des Haibleiterfilms 
100 mdgiich ist, jedoch die Emfuhrung des Substrat 140 
gesperrt wird. Da die Kraft zum Befestigen des Haiblei- 
terfilms 100 an dem Substrat 140 veriorengeht, nachdem 
die Trennschicht durch Atzen entfernt wurde, wird der 
Halbleiterfilm 100 infolge der Einwirkung der Schwer- 
kraft entlang der Oberflache des Substrats 140 zum un- 
teren Raum 310 hin bewegt Da das Substrat 140 solche 
Abmessungen aufweist, daB die Bewegung dem Sub- 
strats 140 in den unteren Raum 310 gesperrt ist, wild nur 
der Halbleiterfilm 100 in den unteren Raum 310 hinein- 
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bewegt Auf diese Weise kann die Trennung des Haib- 
leiterfilms 100 von dem Substrat 140 durchgefuhrt wer- 
den, ahnlich wie bei dem konventionellen BeispieL Die 
Verjungung, welche die Verbindung zwischen dem obe- 

5 ren Raum 300 und dem unteren Raum 310 bildet, und 
bei dem konventionellen Beispiel geradlinig ist, ist bei 
der voriiegenden Ausfuhrungsfonn kurvenformig. Es 
wurde bestatigt, daB die bevorzugte Form fur die Ver- 
jungung eine konvexe Kurve darstellt, die entgegen der 

10 Schwerkraftrichtung nach oben verlauft, und deren 
Krummungsradius doppelt so groB oder groBer ist als 
der Radius des Substrats. 

Wie voranstehend geschildert kann gemaB der achten 
Ausfuhrungsfonn eine Vorrichtung erhahen werden, 
15 welche optimal den Halbleiterfilm und das Substrat 
voneinander trennt, ahnlich wie bei der ersten bis vier- 
ten Ausfuhrungsfonn. 

Ausfuhrungsfonn 9 

20 

Fig. 8 zeigt schematisch eine Vorrichtung zur Her- 
stellung einer Halbleitervorrichtung gemaB einer neun- 
ten Ausfuhrungsfonn der voriiegenden Erfindung. In 
Fig. 8 bezeichnet das Bezugszeichen 500 eine Funk- 

25 tionseinrichtung zur Ruckverflussigung von Dampf aus 
dem Atzmittel, und 510 bezeichnet einen Abfallatzmit- 
telbehandlungsabschnitt. Gleiche oder ahnliche Bauteile 
wie bei dem konventionellen Beispiel sind mit denselben 
Bezugszeichen bezeichnet, und insoweit erf olgt hier kei- 

30 ne erneute Beschreibung. Fig. 9 zeigt als Diagramm die 
Beziehung zwischen der Konzentration an FluBsaure 
und dem Dampfdurck der FhiBsaure. 

FluBsaurelosung zum Einsatz als Atzmittel fur die 
Trennschicht weise einen Dampf druck von einigen 10 

35 Ton auf, selbst wenn die Temperatur etwa 40° C be- 
tragt, in einem Fall, in welchem die Temperatur von 
beispielsweise 50%-iger FluBsaure wie in Fig. 9 gezeigt 
erhoht wurde (es wird darauf hingewiesen, daB der 
Dampfdruck von H2O bei 100°C, also der Dampfdruck 

40 beim Sieden des Wassers, 760 Torr betragt). Wie in 
Fig. 8 gezeigt, wird daher beispielsweise eine Kuhl- 
schlange als Funktionseinrichtung 500 zur Ruckverflus- 
sigung des Dampf s verwendet, die oberhalb des Flussig- 
keitspegels des Atzmittels angeordnet ist, und ist der 

45 zweite Behalter als abgedichteter Behalter ausgebildet, 
so daB Dampf aus FluBsaure mit ausreichendem Wir- 
kungsgrad ruckverflussigt wird. Die ruckverfluss]gte 
Losung wird erneut als Atzmittel eingesetzt, urn so Atz- 
mittel zu sparen. 

50 Weiterhin ist die voranstehend geschilderte Herstei- 
lungsvorrichtung mit einem Abfallatzmittelbehand- 
lungsabschnkt 510 zur Behandlung von Abfallatzmittel 
versehen, wie in Fig. 8 gezeigt ist Da das Abfallatzmit- 
tel, welches von der Vorrichtung zur Herstellung einer 

55 Halbleitervorrichtung ausgestoBen wird, Staub oder fei- 
ne Teilchen enthalt, die von den Enden des Haibleiter- 
films oder Enden des Substrats wahrend es Vorgangs 
der Atzung der Trennschicht erzeugt werden, ist der 
AbfaDatzmittelbehandlungsabschnitt 510 fur das Atz- 

60 mittelausstoBrohr zur Entsorgung des Atzmittels vorge- 
sehen, wobei der AbfaUatzminelbehandlungsabschnitt 
510 eine Saure oder Lauge enthalt, welche den Staub 
bzw. die feinen Teilchen auflosen kann. Daher wird das 
Abfallatzmittel neutraiisien und harmlos gemacht, be- 

65 vor das Abfallatzmittel zur AuBenseite der Vorrichtung 
ausgestoBen wird Wenn SDizium zur Ausbildung des 
Substrats und des Haibleiterfilms verwendet wird, wird 
als AbfaMtzmittelbehandlungsmittel Fluorstickstoff- 
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saurelosungoder Kanumhydroxidlosung verwendet 

Wie voranstehend geschfldert kann bei der neunten 
Ausfuhrungsform eine Vorricfatung zur Herstellung ei- 
ner Halbleitervorrichtung erhalten werden, durch wel- 
che das AusmaB des Atzmittelverbrauchs verringert 5 
werden kann, und daher die Herstellungskosten. Dar- 
uber hinaus kann eine Verstopfung des Abfallatzmittel- 
auslaBrohrs verhindert werden, die von wahrend des 
Atzvorgangs erzeugtem Staub herriihren, und kann das 
Abfallatzmittel neutralisiert und hannlos gemacht wer- 10 
den, so daB eine sichere Vorrichtung zur Herstellung 
einer Halbleitervorrichtung erhalten wird 

Obwohl die erste bis zehnte Ausfuhrungsform in Be- 
zug auf eine Anordnung beschrieben wurden, bei wel- 
cher Silizium als Material fur den Halbleiterfilm 100 und 15 
das Substrat 140 verwendet wird, und ein Siliziumoxid- 
film als Trennschicht 120 verwendet wird, kann GaAs 
statt Silizium eingesetzt werden, und ALAs statt des Sili- 
ziumoxidfiims verwendet werden, wenn das Atzmittel 
FluBsaure ist, urn ahnliche Auswirkungen wie jene zu 20 
erhalten, die bei der ersten bis zehnten Ausfuhrungs- 
form erzielt werden konnen. 

Zwar wurde die Erfindung in ihren bevorzugten Aus- 
fuhrungsformen mit bestimmten Einzelheiten geschil- 
dert, jedoch wird darauf hingewiesen, daB sich bestimm- 25 
te konstruktive Einzelheiten sowie Kombinationen und 
Anordnungen von Teilen andern lassen, ohne vom We- 
sen und Umfang der Erfindung abzuweichen, die sich 
aus der Gesamtheit der vorliegenden Anmeldeunterla- 
gen ergeben und von den beigefugten Patentansprii- 30 
chen umfaBt sein sollen. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 35 
richtung mit folgenden Schritten: Ausbildung eines 
Halbleiterfilms mit Durchgangslochern auf einem 
Substrat iiber eine Trennschicht; Einfuhren eines 
Atzmittels in die Durchgangslocher zum Entf ernen 
der Trennschicht durch Atzung; und Abtrennendes 40 
Halbleiterfilms von dem Substrat, wobei dem Atz- 
mittel ein Zusatzstoff zur Erhohung der Atzrate 
hinzugesetzt wird 

2. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 45 
net, daB die Trennschicht aus einem Siliziumoxid- 
film besteht 

3. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Halbleiterfilm aus Silizium besteht 50 

4. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Konzentration einer Verunreinigung 
des p-Typs, die in dem Substrat enthalten ist, 
1E17 cm~ 3 oderwenigerbetragt 55 

5. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der weitere Schritt der Atzung der Ober- 
flache des von dem Substrat abgetrennten Halblei- 
terfilms urn 0,1 um bis 4,0 um vorgesehen ist 60 

6. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB FluBsaurelosung als Atzmittel zum Atzen 
der Trennschicht verwendet wird 

7. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 65 
richtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB Amoniumfluorid als Zusatzstoff verwendet 
wird 
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8. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein zweiter Zusatzstoff, der mit dem Atz- 
mittel reagiert und Blasen biidet, und aus der Grup- 
pe ausgewahlt ist, die aus Karbonaten und Bikarbo- 
naten besteht, dem Atzmittel hinzugefugt wird 
wahrend oder nach dem Entf era en der Trenn- 
schicht, um die Abtrennung des Halbleiterfilms von 
dem Substrat zu fordern. 

9. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB der zweite Zusatzstoff NaHC03 ist 

10. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein kohlenwasserstoffhaltiges,^ oberfla- 
chenaktives Mittel dem Atzmittel zum Atzen der 
Trennschicht wahrend oder nach dem Entfernen 
der Trennschicht hinzugegeben wird um die Ab- 
trennung des Halbleiterfilms von dem Substrat zu 
fordern. 

11. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
den weiteren Schritt des Atzens der Oberflachen 
des Halbleiterfilms und des Substrats nach dem 
Entfernen der Trennschicht, um die Abtrennung 
des Halbleiterfilms von dem Substrat zu fordern. 

12. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein alkalihalti^es oder aus einer Sauremi- 
schung bestehendes Atzmittel zum Atzen der 
Oberflachen des Halbleiterfilms und des Substrats 
nach dem Entfernen der Trennschicht verwendet 
wird 

13. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Schritt der Atzung der Trennschicht in 
einem Zustand durchgeffihrt wird in welchem der 
Halbleiterfilm und das Substrat mechanisch festge- 
halten werden. 

14. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Dicke des Halbleiterfilms 100 um oder 
weniger betragt 

15. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
folgende Schritte: 

Bereitstellung eines ersten Raums, der solche Ab- 
messungen aufweist, daB er das Substrat mit dem 
daran anhaftenden Halbleiterfilm aufnehmen kann; 
Bereitstellung eines zweiten Raums, der solche Ab- 
messungen aufweist, daB er den Halbleiterfilm auf- 
nehmen kann; und 

Bereitstellung eines Verbindungsabschnitts, der 
durch Verjungung der Breite seiner Verbindung 
zwischen dem ersten Raum und dem zweiten Raum 
vorgesehen ist, auf solche Weise, daB nur der Halb- 
leiterfilm, dessen Flache kleiner ist als jene des Sub- 
strats, von dem ersten Raum in den zweiten Raum 
hindurchgelangen kann, infolge des Einwirkens der 
Schwerkraft wahrend eines Vorgangs zum Tren- 
nen des Substrats und des Halbleiterfilms vonein- 
ander, nachdem die Trennschicht geatzt wurde. 

16. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein Abfallatzmittelbehandlungsabschnitt, 
der eine saure oder alkalische Losung verwendet, 
fur ein AusstoBrohr vorgesehen ist, welches dazu 
dient, aus dem das Atzmittel aufnehmenden Behal- 
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ter Abfallatzmittel auszustoBen, welches wahrend 
der Atzung der Trennschicht erzeugt wird 

17. Vorrichtung zur Herstellung einer Halbleiter- 
vorrichtung zum Trennen eines Halbleiterfilms, der 
auf einem Substrat uber eine Trennschicht vorge- 5 
sehen ist, von dem Substrat, unter Verwendung des 
Verfahrens zur Herstellung einer Halbleitervor- 
richtung nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung 
zur Herstellung der Halbleitervorrichtung auf- 
weist: io 
einen ersten Raum, der solche Abmessungen auf- 
weist, daB er das Substrat aufnehmen kann, an wel- 
chem der Halbleiterfilm anhaftet; 

einen zweiten Raum, der solche Abmessungen auf- 
weist, daB er den Halbleiterfilm aufnehmen kann; 15 
und 

einen Verbindungsabschnitt, der durch Verjungung 
seiner Verbindungsbreite zwischen dem ersten 
Raum und dem zweiten Raum vorgesehen ist, wo- 
bei 20 
die Form der Verjungung des Verbindungsab- 
schnitts eine konvexe Kurve ist, die gegen die Wir- 
kung der Schwerkraft nach oben verlauft, und de- 
ren Krummungsradius doppelt so groB oder groBer 
ist wie bzw. als der Radius des Subs trats. 25 

18. Vorrichtimg zur Herstellung einer Halbleiter- 
vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Abfallatzmittelbehandlungsab- 
schnitt, der eine saure oder alkalische Losung ver- 
wendet, fur ein AusstoBrohr vorgesehen ist, wel- 30 
ches dazu dient, aus dem das Atzmittel aufnehmen- 
den Behalter Abfallatzmittel auszustoBen, welches 
wahrend der Atzung der Trennschicht erzeugt 
wird. 

19. Vorrichtung zur Herstellung einer Halbleiter- 35 
vorrichtung unter Verwendung des Verfahrens zur 
Herstellung einer Halbleitervorrichtung nach An- 
spruch 1 , welche aufweist: 

einen ersten Behalter zur Aumahme eines Atzmit- 
tels zum Atzen einer Trennschicht und eines Halb- 40 
leiterfilms, der auf einem Substrat vorgesehen ist, 
durch die Trennschicht; 

einen zweiten abgedichteten Behalter zur Aufnah- 
me des ersten Behalters; und 

eine Ruckyerflussigungseinheit zur Ruckverflussi- 45 
gung des Atzmitteldampfs, der in dem zweiten ab- 
gedichteten Behalter erzeugt wird, so daB ruckver- 
flussigter Dampf als Atzmittel verwendet werden 
kann. 

20. Vorrichtung zur Herstellung einer Halbleiter- 50 
vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein AbfaUatzmittelbehandlungsab- 
schnitt, welch eine saure oder alkalische Losung 
verwendet, fur ein AusstoBrohr vorgesehen ist, 
welches dazu dient, aus dem das Atzmittel aufneh- 55 
menden Behalter Abfallatzmittel auszustoBen, wel- 
ches wahrend der Atzung der Trennschicht erzeugt 
wird. 
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